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Final datasheet

XHP™2 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT5, Emitter Controlled 5 Diode und NTC / bereits aufgetragenem
Thermal Interface Material

Eigenschaften
+ Elektrische Eigenschaften
- Vegs = 1700V
- Ic nom = 1200 A / Icgy = 2400 A
- Erweiterte Sperrschichttemperatur T,; o
- Hohe Stromdichte
- Niedrige Schaltverluste

- Niedriges Vcgsat

- Tyjop=175°C
+ Mechanische Eigenschaften
GroRe Luft- und Kriechstrecken

Hohe Last- und thermische Wechselfestigkeit

Hohe Leistungsdichte
Gehause mit CTI > 600

Potenzielle Anwendungen
» Hochleistungsumrichter

+ Motorantriebe

+ Traktionsumrichter

+ Windgeneratoren

Produktvalidierung
+ Qualifiziert fir Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749
und 60068
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1 Gehiuse

1 Gehause

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Isolations-Priifspannung Viso. |RMS,f=50Hz 4.0 kv

Material Modulgrundplatte Cu

Kriechstrecke dcreep | Kontakt - Kiihlkorper 40.0 mm

Kriechstrecke dcreep | Kontakt - Kontakt 34.0 mm

Luftstrecke dclear | Kontakt - Kiihlkorper 31.0 mm

Luftstrecke dclear | Kontakt - Kontakt 8.0 mm

Vergleichszahl der CTI >600

Kriechwegbildung

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max

Modulstreuinduktivitat LecE 10 nH

Modulleitungswiderstand, | Raa+cc | TH =25 °C, pro Schalter 0.3 mQ

Anschlisse - Chip

Modulleitungswiderstand, | Rccugpr | TH =25 °C, pro Schalter 0.35 mQ

Anschliisse - Chip

Lagertemperatur Tstg -40 150 °C

Hochstzulassige TePmax 150 °C

Bodenplattenbetriebstem

peratur

Anzugsdrehmoment f. M - Montage gem. gultiger | M6, Schraube 3 6 Nm

Modulmontage Applikationsschrift

Anzugsdrehmoment f. M - Montage gem. glltiger | M3, Schraube 0.9 1.1 Nm

elektr. Anschliisse Applikationsschrift M8, Schraube 3 10

Gewicht G 1020 g

2 IGBT, Wechselrichter

Tabelle 3 Hochstzuladssige Werte

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Kollektor-Emitter- Vces T,;=25°C 1700 Y

Sperrspannung

Implementierter Kollektor- len 1200 A

Strom

(wird fortgesetzt...)
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2 IGBT, Wechselrichter
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Tabelle 3 (Fortsetzung) Hochstzulassige Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Kollektor- e Tyjmax=175°C Ty=45°C 1070 A
Dauergleichstrom
Periodischer Kollektor- Icrm | tp begrenztdurch Ty; 2400 A
Spitzenstrom
Gate-Emitter- VGEs +20 v
Spitzenspannung
Tabelle 4 Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max
Kollektor-Emitter- Veesat |Ic=1200A,Vge=15V T,j=25°C 1.80 2.25 v
Sattigungsspannung T,;=125°C 2.20 275
T;=175 °C 2.40 3.00
Gate-Schwellenspannung Veeth | Ic =43 MA, Ve =VgE, T,j=25°C 5.35 5.80 6.25 Y
Gateladung Qg Ve =15V, Vec =900V 5.5 pC
Interner Gatewiderstand Rgint | Tyj=25°C 0.75 Q
Eingangskapazitat Cies f=100kHz, T,;=25°C, Vcg =25V, Vgg =0V 56 nF
Rickwirkungskapazitat Cres f=100kHz, T,;=25°C, Vcg =25V, Vgg =0V 2 nF
Kollektor-Emitter- IcEs Vce=1700V, Vge=0V T,j=125°C 10 mA
Reststrom
Gate-Emitter-Reststrom Ices Vee=0V, Vge=20V, T,;=25°C 400 nA
Einschaltverzogerungszeit tdon Ic=1200 A, Vcc =900V, |T,;=25°C 0.173 ps
(ind. Last) Ve =15V, Rgon =0.5Q T,;=125°C 0.180
T,;=175°C 0.183
Anstiegszeit (induktive t Ic=1200 A, Vcc =900V, |T,;=25°C 0.090 ps
Last) Vee=+15V,Rgon=0.5Q T,;=125°C 0.095
T;=175 °C 0.105
Abschaltverzogerungszeit taoff  |lc=1200A,Vcc =900V, |T,;=25°C 1.050 ps
(ind. Last) Ve =15V, Rgo=4.5Q T,;=125°C 1.150
T,;=175°C 1.210
Fallzeit (induktive Last) te Ic=1200A,Vcc=900V, |T,;=25°C 0.180 us
V=115V, Rgof =4.5Q T,;=125°C 0.410
T;=175 °C 0.560
(wird fortgesetzt...)
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3 Diode, Wechselrichter

Tabelle 4 (Fortsetzung) Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max
Einschaltverlustenergie Eon Ic=1200A, Vcc =900V, |T,;=25°C 220 mJ
pro Puls Lo=20nH, Ve =%15V, [+ _ -coc 340
Reon=0.5Q, di/dt = Y
12700 A/ps (T,;=175°C) | Tyj=175°C 420
Abschaltverlustenergie pro Eoff Ic=1200 A, Vcc =900V, |T,;=25°C 335 mJ
Puls L=20nH, Vge =+15V, .
’ ’ T,;=125°C 465
Reoff=4.5Q, dv/dt = Y
1800 V/ps (T,j=175°C) | Tyj=175°C 535
Kurzschlussverhalten Isc Vee<15V,Vcc=1000V, |tp<10ps, 4600 A
Veemax=Vees-Lsce™di/dt | T,;=175°C
Warmewiderstand, Chip Rinjn | pro IGBT, Valid with IFX pre-applied Thermal 43.4 | K/kW
bis Kiuihlkorper Interface Material
Temperaturim Tyjop -40 175 °C
Schaltbetrieb
3 Diode, Wechselrichter
Tabelle 5 Hochstzulassige Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Periodische VrRM T,j=25°C 1700 v
Spitzensperrspannung
Dauergleichstrom Ig 1200 A
Periodischer Spitzenstrom IrrM tp=1ms 2400 A
Grenzlastintegral 2t tp=10ms, Vg=0V T,;=125°C 338 kAZs
T,;=175°C 276
Spitzenverlustleistung Prom T,j=175°C 1200 kW
Tabelle 6 Charakteristische Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max
Durchlassspannung Ve Ir=1200A,Vge=0V T,j=25°C 1.75 2.10 v
T,;=125°C 170 | 2.05
T,;=175°C 1.70 | 2.05
Rickstromspitze Irm Vec =900V, [r=1200A, |T,;=25°C 1300 A
VGE:-].SV 'diF/dt: — o
’ T,;=125°C 1500
12700 A/ps (T,;=175°C) |2
T,;=175 °C 1600
(wird fortgesetzt...)
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4 NTC-Widerstand

Tabelle 6 (Fortsetzung) Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max

Sperrverzégerungsladung O, Vec =900V, [g=1200A, |T,;=25°C 240 pC

g?oo }45/;\1/5 (?IVE/:d 575 o) |=125°C 453

T,;=175°C 585

Abschaltenergie pro Puls Erec Vec =900V, [r=1200A, |T,;=25°C 150 mJ

YgEmo }\5/12/5 (('jlrlvj/:d 175 ¢y | Tu=127C 2%

T,;=175°C 365
Warmewiderstand, Chip Rinyn | pro Diode, Valid with IFX pre-applied 75.7 | K/kW
bis Kiihlkorper Thermal Interface Material
Temperaturim Tyjop -40 175 °C
Schaltbetrieb
4 NTC-Widerstand
Tabelle 7 Charakteristische Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min Typ Max

Nennwiderstand Rys Tntc=25°C 5 kQ
Abweichungvon Ry AR/R | Ty1c=100°C, R100=493Q -5 5 %
Verlustleistung Pys Tntc=25°C 20 mw
B-Wert Basjso | Rz = Ras explBasyso(1/T,-1/(298,15 K))] 3375 K
B-Wert Basjso | Rz = Ras explBasso(1/T,-1/(298,15 K))] 3411
B-Wert Bas/i00 | R2 = Ras €xp[Bas/100(1/T2-1/(298,15 K))] 3433 K

Anmerkung: Eine detaillierte Beschreibung der NTC-Eigenschaften finden Sie in der AN2009-10, Kapitel 4

Datasheet 6 Revision 1.00
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5 Kennlinien

5 Kennlinien
Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Wechselrichter Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT,
lc = f(Vee) Wechselrichter
Vge=15V lc=f(Vce)
T,;=175°C
2400 — 2400
T,=25°C / I/
22004 |__ T, =125 // // 2200
2000 2000
1800 1800
1600} 16001
1400 1400
% 12001 % 12001
1000 1000
800 | 800 |
600 | 600 |
400 400
200} 200}
0 : : ‘ 0 — ‘ ‘

1 1 1 1 1 1
00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40
Vee V)

CE

f T T T T T T
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 45 5.0 55 6.0

Vee )

Ubertragungscharakteristik (typisch), IGBT,
Wechselrichter

Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT,
Wechselrichter

lc =f(Vge) Vee = f(Qg)
Veg=20V lc=1200A,T,;=25°C
2400 77 15
| vj 13 cc
22001 T,=125°C /7
/7 11
20001
9 —
18001 -
16001 51
1400 37
_ S 1
< 1200 4
— > -1
10001 3
800 5
600 ]
_9 —
400
114
200 13
0 T -15 T T T T T
5 6 7 8 9 10 1 12 13 0 1 2 3 4 5 6
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5 Kennlinien

Kapazitats Charakteristik (typisch), IGBT,
Wechselrichter

Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter
t=1(lc)

C=f(Vce) Reoff = 4.5 Q, Rgon = 0.5 Q, Vg = 15V, Ve =900 V, Ty = 175
f=100 kHz,Vge =0V, ij:25 °C °C
1000 10
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Vo (V) I ®)

Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

t:f(RG) E:f(|c)
Vge=215V, 1 =1200 A, Vcc =900V, TVJ =175°C Reoff=4.5Q, Rgon=0.5Q,Vcc =900V, Vge =+ 15V
10 1600
Lon By T, 5 25°C
e ———E,T,=25C
t 14007] Eo” TVJ 125°C J
______ d off =TT Eow \,J': 3
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,,,,,,,, 1200 | --—--- B, T,;=175°C /
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% | — =)
T S £ 800+
B / ...... u_|
//
600
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400
200
001 I I I I I I I I I I I I I I 0 I I I I I I I
01 2 3 45 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400
R (@) I ()
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Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

Sicherer Riickwarts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT,

E=f(Rg) Wechselrichter
lc=1200 A, Vec =900V, Vge =+ 15V lc=f(Vce)
Rgoff=4.5Q,Vge =115V, TVJ =175°C
1500 2800
1400 Eop T;=25°C —— I, Modul
——— EgT,=25C — — — I, Chip
BOYT—"""1 171741 [ [|——— Egp Ty = 125°C 2400
ooy /e Ep T, =125°C
1100 -— E,, T,=175°C |
——— E, T, =175°C 2000
1000 off
900
- 1600
S 800 =
E o =
w700 T —
T T 1200
600 [/ /T e ]
5001 -
a00-{" - 800
300
200 4001
100
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
0123 456 7 8 9 10111213 1415 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
R (Q) Vg (V)

Transienter Warmewiderstand, IGBT, Wechselrichter

Zy, = f(t)

Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Wechselrichter

g =f(Ve)

100

10

z, (K/kw)

i 1
KAWL L7
T[s] 0.00178

18.4 16.1 72
0.041 0.22 129

0.1 T

0.001 0.01

2400

T .=25°C
v

2200 — —— T,=125°C

2000

1800
1600
1400

. 1200
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400

200
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5 Kennlinien

Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

Erec = f(lF) Erec = f(Rg)
Ve =900V, Rgon = Rgon(IGBT) Vce =900V, I =1200 A
500 500
Epeor T,y =25°C B T, =25°C
450 | ——— E,oT,=1257C 450 |——— E,.T,=125°C
______ E e T,;=175°C -———— E ., T,175°C
400 == ———=nc] 400
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// - —— T ] \\\\
300 v - 300 L
— / -~ — S~
g // _ e E N g \\\\
—, 250 7 7 ~ 250 N S~
o / Ve o ~ S~—a
w Vs w ~N~. 0 Tl
200 ] S A 200 ] ~~ -
// / ~— -
i T~
1o /7 150 =
/
10047 1001
50 50
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0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 00 05 10 15 20 25 3.0 35 4.0 4

I (A)

R, (@)

5 5.0

Sicherer Arbeitsbereich (SOA), Diode, Wechselrichter

lr=f(Vg)
ij =175 OC

Transienter Wairmewiderstand, Diode, Wechselrichter

Zin =f(t)

2700

— Modul
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Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

R=f(Tntc)

100000

10000

1000

R(Q)

100

R
typ

10

T T T T T T
25 50 75 100 125 150 175
OC)
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6 Schaltplan

6 Schaltplan
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Abbildung 1
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7 Gehduseabmessungen
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7 Gehauseabmessungen
M3 screw in deth max. mm
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Abbildung 2
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8 Modul-Label-Code

8 Modul-Label-Code
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Module label code

Code format Data Matrix Barcode Codel28
Encoding ASCII text Code Set A
Symbol size 16x16 23 digits
Standard IEC24720 and IEC16022 IEC8859-1
Code content Content Digit Example
Module serial number 1-5 71549
Module material number 6-11 142846
Production order number 12-19 55054991
Date code (production year) 20-21 15
Date code (production week) 22-23 30
Example
71549142846550549911530 71549142846550549911530
Abbildung 3
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Anderungshistorie

Anderungshistorie
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Dokumentenrevision

Freigabedatum

Beschreibung der Anderungen

0.10 2022-03-17 Initial version

0.20 2022-12-12 Preliminary datasheet

1.00 2023-10-30 Final datasheet
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© 2023 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Do you have a question about any
aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABD711-003

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen
Angaben stellen keinesfalls Garantien fir die
Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes
(“Beschaffenheitsgarantie) dar.

Flr Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in
diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben,
die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen,
ist jegliche Gewahrleistung und Haftung von Infineon
Technologies ausgeschlossen, einschlieflich, ohne
hierauf beschrankt zu sein, die Gewahr dafiir, dass kein
geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen samtliche, in diesem Dokument
enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der
Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten
Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick
auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des
Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden
anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und
Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind
ausschlieflich fiir technisch geschultes Fachpersonal
bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses
Produktes fiir die beabsichtigte Anwendung sowie die
Beurteilung der Vollstandigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen Produktdaten fiir diese Anwendung
obliegt den technischen Fachabteilungen des
Kunden.

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht gemaf
den AEC Q100 oder AEC Q101 Dokumenten des
Automotive Electronics Council qualifiziert ist.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen konnen
Produkte  gesundheitsgefadhrdende  Substanzen
enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt
enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte
mit dem néachsten Vertriebsbiiro von Infineon
Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdriicklich
in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten
Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument
zugestimmt hat, dirfen Produkte von Infineon
Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt
werden, in welchen vernlnftigerweise erwartet
werden kann, dass ein Fehler des Produktes
oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu
Personenverletzungen fiihren.
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